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В данной работе проведено исследование кинетики гибели фотогенированных носителей тока в Cu2-δCdSnS4 (0<δ<0.4) - перспективных материалов для фотовольтаики. 
Порошки Cu2-δCdSnS4 (0<δ<0,4) с различным содержанием меди получены методом твердофазного синтеза [3]. Для исследования использовался метод время-разрешенной микроволновой фотопроводимости (tраз = 5 нс) в широком диапазоне температур 
(140–295 К) [2]. Фотопроводимость возбуждали азотным лазером ЛГИ-505 (λ = 337 нм, tимп = 8 нс). Максимальная интенсивность падающего света была равна 1016 квант/см2 за импульс. Интенсивность света меняли с помощью светофильтров. 

Обнаружено, что спады микроволновой фотопроводимости хорошо аппроксимируются одной или двумя экспоненциальными компонентами: «быстрой» и «медленной». Показано, что с увеличением количества меди в соединении характеристические времена спада «быстрой» компоненты не меняются, тогда как характеристические времена спада «медленной» компоненты растут. Детальный анализ позволил предположить, что «быстрая» компонента микроволнового фотоотклика обусловлена процессом электрон-дырочной рекомбинации [1]. В случае «медленной» компоненты возможны два варианта: захват носителей тока примесными ловушками или так называемые «вторичные» процессы, обусловленные термическим выходом носителей тока из ловушек. То есть, рост характеристического времени спада «медленной» компоненты микроволнового фотоотклика может быть связан как с уменьшением концентрации примесных ловушек, так и с уменьшением их глубины. На основании исследования низкотемпературной фотопроводимости обнаружено, что при уменьшении температуры характеристические времена спада «медленной» компоненты увеличиваются. Определены энергии активации наблюдаемого процесса. Величины энергии активации уменьшались с ростом δ в 
Cu2-δCdSnS4 с 0.05 до 0.02 эВ.
Работа выполнена с использованием УНУ «Установка для измерения времен жизни фотогенерированных носителей тока методом микроволновой фотопроводимости в диапазоне частот 36 ГГц» в рамках государственного задания № АААА-А19-119070790003-7.
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